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ロを 110nm CMOSプロセスで試作、評価し、データ書換え回数が 10,000回まで可能なことを確認した。同様













































ライトマージンを改善するために、同時 Read/Write 動作に対応した Read 後のライトワード線ブースト
(WWL-BST)アシスト回路技術を提案した。本提案のWWL-BSTアシスト回路技術により、VDD=0.5Vで、ライ
ト時間は33%高速化可能なことをシミュレーションにより示した。本提案のTSR-BST、WWL-BSTアシスト回
路技術を搭載した32Kbit 1R/1W 8T 2port-SRAMマクロを40nm CMOSプロセスを用いて試作、評価した。本
提案の TSR-BST アシスト回路技術を用いることで、VDD=0.55V でアクセスタイムが 39%高速化できることを
示した。また、本提案のWWL-BSTアシスト回路技術を用いると、ライトの Vminを 140mV改善できること
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モリの高速化、混載 SRAM の低電圧化、高速化、低電力化を行い、これら混載メモリを集積したシステム LSI
全体の高性能化を実現するための指針を明らかにした。 
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